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The spec七ra of highly lead doped KCl crystal 七0 七he
-1 extent of 2.7x10 ~mol拓 is s七udied. 工norder to obtain the 
samples of very high concentration， a tablet method is 
used. 
-2 Firstly， at high concentration above 10 ~mol% ， a new 
absorption band， which may be composed of a few bands， is 
arised close by the lower-energy side of A-band. Accor-
ding 七oincreasing concen七ra七ion， (1) the new band grows 
and excels A-band in intensi七y，bu七 hasno emission bands， 
(2) the wavelength a七七hepeak shifts to longer wavelength 
-1 side by 8 nm a七 2.7x10-~mol% and the band width becomes 
fairly broader， and (3) A-band remains at the shoulder of 
七he new band in absorption spectrum， and is not affected 
by the new band in emission or excitation spectrum. Sec-
ondly ， A'-band appears and grows up rapidly above 1O 2 













について， A帯付近の吸収・蛍光・励起の各種スベクトルを測定した O その結果， Pb2+濃度が増








































に示している Q 吸収帯の全体の形状は， (1)中の低濃度領域では simplebeユ shapeをもつが，
高濃度領域では長波長側に長くスソをヨ|いた形になり，そのピーク位置はPb2+濃度が多くなる時，
わずかに移動する。その移動量は 2.7x 10一lmoユ%の試料で、 8日nである。 (3)上に述べたピーク
位置の移動は，そ ζ に新たな吸収帯が現れたためであり，その新しい吸収帯は濃度の増加に従って








































Fig.2 Absorp七ionspec七raat various impuri七y concen七ra七ion.
(a) Concen七ra七iondependence 
(b) Absorp七ionspec七ra: Two curves in full line (2.7x10・1mol%) 







うである o Marcuユescuら7)は50"Cでアニール処理を施すと， 230.... 260 nm付近と 290nm付近に吸
収帯(それぞれぴ， A~ 吸収帯)が現れる乙とを示し，乙れらの吸収帯は集合体欠陥であるとしてい
る。さらに，乙れらAノ吸吸帯とぴ吸収帯で励起した蛍光スペクトルが同じ位置に蛍光帯を持つこと
から， A'帯と C'帯の聞にエネルギーの移動があると述べている O また， Mugenskiらのは結晶を
室温で一年以上保存した場合fr.， A帯 (b71nm)の吸収強度が減少して，吸収帯の幅が広くなること，




って発光の強度分布を等高線で地図のように表した (Fig.3)0測定は，濃度 2.7X 10-4.. 2.7 X 
10 -1 mOユ%の範囲で5点について行ったが，それらの結果のうち，図には不純物濃度が 2.7X10-3









更に Fig.3中には，これらと比較するために，吸収スペクトルを併せて記しである o 高濃度試料




















































The curves for七he2.7x10-1molZ 
sample are plo七tedin relative 




















(i) Fig. 3ω中， A点の右上にあるぴ点付近及びA点の右にある X付近には弱く，幅の広い発光帯
がある。乙れらはA'帯と同様に，高濃度領域においてのみ現れてくる。このうちぴ付近の発光帯は，
他の報告と比較すればK帯と対になっているぴ帯であろう。



























きくなる o このA'帯に関してMugenskiが単結晶で行った実験では， 600"Cから急冷すると小さく
なると述べている。乙の報告と異なり，今回の実験で急冷操作を行っているにもかかわらずA'帯




いては議論しなかったが 210 -. 230 nm にも発光帯が現れる。
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